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(57) Abstract: The invention concerns a method for making a
SOI heterostructure, comprising at least one insulating layer (3,
6) interposed between a receiver substrate (2) and an active layer
(14), derived from a donor substrate (1), at least one of said insu-
lating layers including a trapping layer (61) for retaining gaseous
species present at the different interfaces of the heterostructure
and for limiting the formation of defects at the surface of said
active layer (14), said method including steps of layer bonding
and transferring. The invention is characterized in that, prior to
bonding, it consists in forming said trapping layer (61) by im-
planting at least one category of atomic species inside at least
one of the insulating layers (3, 6), said atomic species being
selected so as to be identical to one of those constituting said
insulating layer (3, 6), or belonging to the same column of the
periodic table as one of those.

(57) Abrégé : Linvention concerne un de fabrication d'une hé-
térostructure du type "semi-conducteur sur isolant", comprenant
au moins une couche d'isolant (3, 6) intercalée entre un substrat

(2) et une couche active (14), issue d'un substrat donneur (1), au moins I'une desdites couches d'isolant comprenant une

& couche de piégeage (61), apte & retenir les especes gazeuses présentes au niveau des différentes interfaces de I'hétérostructure et a
& limiter la formation de défauts a la surface de ladite couche active (14), ce procédé comprenant des étapes de collage et de trans-
fert de couche. Conformément a l'invention, avant le collage, on procéde a la formation de ladite couche de piégeage (61) par une
I'implantation d'au moins une catégorie d'especes atomiques a l'intérieur d'au moins 1'une des couches d'isolant (3, 6), ces especes
atomiques étant choisies de fagon a étre soit identiques a I'une de celles constituant ladite couche d'isolant (3, 6), soit a appartenir a
la méme colonne du tableau de la classification périodique que 1'une de celles-ci.
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